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Mechaniczno-chemiczne polerowanie
monokrystalicznych ptytek zwigzkow
AIII BV

WSTEP

Wtechnologii wytwarzania przyrzaddéw pdéiprzewodnikowych stosuje sie
monokrystaliczne plytki GaAs i GaP jako material czynny tych przyrzaddw,
badZ jako podtoza do osadzania warstw epitaksjalnych. Technologia otrzy-
mywania warstw epitaksjalnych na ptytkach podiozowych, a takze techno-
logia produkcji elementdéw péiprzewodnikowych wytwarzanych bez epitaksiji,
stawia bardzo wysokie wymagania jakos$ci powierzchni ptytek. Istotnymi
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parametrami okres$lajacymi jakoéé tej powierzchni sa: falisto$é, chropo-
watosé, wielkos$é i ilo$é uszkodzeri powierzchni, wystepujacych w posta-
ci rys, wgigbienl itp. Proces wytwarzania ptytek obejmuje nastepujace
podstawowe etapy: cigcie monokrysztatdéw na plytki, szlifowanie i pole-
rowanie.

Mechaniczna obrdébka powierzchni ptytek prowadzi zawsze do powstania
warstwy uszkodzonej. Grubos$<é tej warstwy zalezy od wielkodci ziarna ma-
teriatu $ciernego, jego ksztaltu i twardogci, a takze od stosowanego
nacisku jednostkowego. Zalezy ona takze od wlasno$ci samego krysztatu -
jego struktury krystalograficznej i orientacji.

Warstwa uszkodzona podczas ciecia monokrysztalu na ptytki usuwana jest
w trakcie szlifowania, a nastgpnie polerowania lub trawienia i polero-
wania. Prace nad zbadaniem zjawiska mechanicznego uszkodzenia kryszta-
16w i ilodciowego okreslenia giebokos$ci warstwy uszkodzonej w materia-
tach péiprzewodnikowych byly i sg prowadzone na $wiecie w licznych la-
boratoriach. Istnieje duza rozbiezno$é w uzyskiwanych wynikach, mimo ze
do$wiadczenia prowadzono w zblizonych warunkach i dotyczyty one mono-
krysztatéw GaAs i GaP o podobnych wtasno$ciach fizycznych i struktural-
nych. Rozbiezno$ci te moga wyptywaé z postugiwania sie réznymi metodami
pomiarowymi .

Do badari giebokosci warstwy uszkodzonej stosuje sie takie metody jak:
elektronowa mikroskopia transmisyjna, rentgenowska metoda okregélania po-
iéwkowe]j szerokos$ci krzywej odbicia, w ktdérej wykorzystuje sieg zalez-
no$é pochtaniania promieniowania rentgenowskiego od grubosci warstwy u-
szkodzonej, oraz metody chemiczne. Metoda elektronowej mikroskopii tran-
smisyjnej moze byé stosowana dla materiatu o wzglednie malej gestosci
dyslokacji, ale i w tym przypadku, z uwagi na mate pole widzenia, przy
jednorazowej obserwacji moga byé pominiete nawet bardzo gigbokie uszko-
dzenia, wystepujace sporadycznie. Druga z wymienionych metod, metoda
okreélania poldéwkowej szerokos$ci krzywej odbicia, moze by¢ uzyta do ba-
dania stosunkowo glebokich warstw, ale i w tej metodzie brak poszerze-
nia krzywej nie upowaznia do wyciagniecia wniosku o braku pojedynczych,
rzadko rozsianych defektéw. W metodzie chemicznej wykorzystuje sie zja-
wisko zmiany szybkodci trawienia materiatu w zaleznos$ci od stopnia usz-
kodzenia jego struktury. Material nieuszkodzony w trakcie obrdbki me-
chanicznej wykazuje mniejsza stata szybko$é trawienia. Za grubo$é war-
stwy uszkodzonej /h,/ przyjmuje sig ten obszar, w ktérym szybkosé tra-
wienia v = f /h/ ma warto$é zmienna. Inna metoda chemiczna polega na
ujawnianiu defektéw strukturalnych na szlifie sko$nym. Za grubos$é war-
stwy uszkodzonej w tej metodzie przyjmuje sie ten obszar, w ktdrym “wy -
stepuje zageszczenie defektdéw struktury, ujawnionych na drodze se lek-

tywnego trawienia.
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PRZEBIEG I WYNIKI BADAN

W ramach prowadzonych przez nas prac, majacych na celu opracowanie
metody obrdébki mechaniczno-chemicznej piytek GaAs i GaP, przewidziano
program badan majacych na celu:

a/ dobranie optymalnych warunkéw szlifowania i okreglenie gtebokosci
warstwy uszkodzonej,
b/ dobranie najkorzystniejszych warunkdéw polerowania mechaniczno-che-

micznego.

Ad. a/

Do prac badawczych nad optymalizacja warunkdéw szlifowania uzyto piy-
tek arsenku i fosforu galu o orientacji /111/ i /100/. Préby szlifowa -
nia przeprowadzano uzywajac materiatéw Sciernych o réznej wielkosci i
ksztalcie ziarna oraz réznej twardosci. Stosowano takie materiaty, jak:
tlenek glinu, weglik krzemu i naturalny granat. Wielko$é ziarna podsta-
wowWwego uzytych materiatéw gciernych wahata sig w granicach 6-28 pm. Ze
wzgledu na dos$é niska twardo$é obrabianych piytek /4,5+5,5 w skali Mos-
ha/ najodpowiedniejszymi materiatami $ciernymi okazaty sie te,w ktdérych
rozmiar ziarna nie przekraczal 10 uam. Biorac pod uwage ksztailt ziarna
materialu $ciernego, weglik krzemu okazal sie najmnie]j przydatny ze
wzgledu na ostre krawedzie poszczegdlnych ziarn.

W dalszym etapie prac badano szybkos$é szlifowania w funkcji nacisku
jednostkowego, w zakresie 150 *+ 300 g/cm2 piytki. Ocene jakosci szlifo-
wanych piytek przeprowadzano sprawdzajac takie ich parametry jak pia-
skoréwnolegtoéé i wygiecie oraz ogdélny stan powierzchni.Najkorzystniej-
sze wyniki osiagnieto, gdy nacisk jednostkowy nie przekraczat 200 g/cm2

piytki. W trakcie szlifowania plytek o orientacji /111/ zaréwno arsen-
ku, jak i fosforku galu, stwierdzono wystepowanie zjawiska anizotropii
wlasnodci mechanicznych w kierunkach /111/ /rys. 1/. Réinice w szybko$-
ci szlifowania i giebokosci warstwy uszkodzonej 'ptaszczyzn /111/A i
/111/B zwiekszajq sie wraz ze wzrostem wielkosci ziarna.

Pomiar giebokos$ci warstwy uszkodzonej na piytkach po operacji ciecia
lub szlifowania przeprowadzano za pomocaq ujawniania defektdéw na szlifie
skofénym. W tym celu plytke przyklejano do giowicy, ktdra byla nachylona
pod niewielkim katem /0,5—20/ do wirujacej tarczy polerskiej. Wten spo-
séb otrzymywano wypolerowany szlif skos$ny. Tak przygotowany szlif tra-
wiono w odpowiednich mieszankach trawigcych w celu ujawnienia jamek dys-
lokacyjnych i defektéw strukturalnych. Poniewaz obrdébka mechaniczna po-
woduje dodatkowe zaburzenia w sieci krystalograficznej, to trawienie
selektywne powinno ujawnié przy powierzchni piytki obszar o zwigkszonej
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gestosci defektdw strukturalnych. Za gigboko$dé warstwy uszkodzonej przy-
jmowano grubo$é warstwy, w ktdérej wystgpuje zageszczenie defektdédw struk-

turalnych /rys. 2/. Z profilogramu szlifu skosnego, otrzymanego przy
uzyciu profilografu Surfcom 3B, obliczano tangens kata szlifu. Maijac
dlugo$é odcinka odpowiadajacego warstwie uszkodzonej, powiekszenie i

warto$é tangensa kata, wyliczano gieboko$é warstwy uszkodzonej. Giegbo-
ko$é warstwy uszkodzonej po cieciu, okre$lana powyzsza metoda dlaplytek
arsenku galu /111/, wynosita 33 um dla ptaszczyzny /111/A i 35 Jm dla
ptaszczyzny /111/B, a dla fosforku galu /111/ odpowiednio: 28 i 31 pm.
Po szlifowaniu gieboko$é ta wynosila dla ptaszczyzny /111/A arsenku ga-
lu 20 pm i 22 um dla piaszczyzny /111/B, a dla pitytek fosforku galu/111/
odpowiednio: 16 i 18 um.
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Rys. 1. Szybko$¢é szlifowania fosforku galu w funkcji nacisku jednostko-
wego
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Stwierdzono, ze prawidiowa ocene glgbokogci warstwy uszkodzonej za
pomoca szlifu skodnego mozna uzyskaé tylko dla materiatu o gestosdci dy-
slokacji nie przekraczajacej 5 x 104 cm-z. Jednoczesd$nie wystepowanie ich
musi byé réwnomierne na calej powierzchni plytek. W przypadku zbyt du-
2ej gestosci dyslokacji /rys. 3/ nie jest mozliwe uchwycenie réznicy
stopnia zaggszczenia defektéw na granicy warstwa uszkodzona - materiatl
nienaruszony obrdbka mechaniczna. Do okres$lania glgbokogci warstwy usz-
kodzonej uzywano materiatu, ktdérego gestos$é dyslokacji wynosita /1 ¢ 2/
x 10%cm™2 /xys. 4/.

Ad. b/

Polerowanie, jako ostatni z etapdéw obrébki mechanicznej piytek,ma na
celu usunigcie warstwy uszkodzonej nozostalej po operacii szlifowania,
a wltasciwie zmniejszenie jej do minimum. Usuwanie tej warstwy moze za-
chodzié¢ na drodze mechanicznej lub mechaniczno-chemicznej.

Polerowanie mechaniczne za pomocg zawiesiny proszku polerskiego wwo-
dzie jest metodg czasochlonng /proces polerowania trwa od kilku do kil-

kunastu godzin/ i nie gwarantujaca uzyskania odpowiednio dobrej jakos$ci

powierzchni i geometrii ksztaltu pitytki. D¥ugotrwale polerowanie prowa-
dzi do powstania duzej niepltaskoréwnolegtodci plytek, ktdérych ksztalt
przypomina soczewke wypukla. Dlatego konieczne jest skrécenie tej ope-
racji do minimum.

Polerowanie mechaniczno-chemiczne polega na mechanicznym usuwaniu
produktdéw reakcji chemicznych zachodzacych na powierzchni piytki. Kredy
polerowana piytka /np. GaAs/ jest w kontakcie 2z roztworem polerskim, na
jej powierzchni powstaje cienka warstewka, ktéra prawdopodobnie zawiera
tlenki galu i arsenu. Procesy chemiczne, zachodzace na powierzchni piyt-
ki w trakcie polerowania przy uz ciu np. wodnego roztworu podchlorynu
sodowego, mozZna W uproszczeniu przedstawié za pomoca nastepuyjacych rdéw-
nani:

2 NaoCl e 2 NaCl + O2 in statu nascendi

2 Me® + 0) —= 2 Met2072

Doktadny sktad tej warstwy nie jest znany i trudny do okreslenia. Pow-
stajgca warstewka jest miekka i ciagle usuwana przez wirujaca tarcze,
pokryta specjalng tkanina. Metoda ta ma jedna podstawowa zalete. Gab-
czasta warstwa produktéw utleniania $cierana jest z wystajacych czesci
powierzchni ptytek bez naruszania warstwy tlenkdéw znajdujacych sie we
wgiebieniach, co powoduje polepszenie ptaskosci.

Polerowanie mechaniczno-chemiczne jest procesem znacznie szybszym od
polerowania mechanicznego. Szybko$é usuwania produktéw reakcji mozna

jeszcze zwiekszy¢ przez dodanie do roztworu odpowiedniego proszku po-
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lerskiego. Prowadzone pod tym katem nasze badania sprowadzaty sie dodo-
brania odpowiedniego proszku polerskiego, ktéry wspdéidziatalby z jednym
2z roztwordéw polerskich. Badano efekty polerowania ptytek samym roztwo-
rem i roztworem z dodatkiem alundowego proszku polerskiego o wielko$ci
ziarna podstawowego 0,3 um. Uzyskane wyniki przedstawiono w tablicach I

i II. Ocene jakogéci powierzchni ptytek przeprowadzano wizualnie ws$wiet-

le lampy stotowej.

Uszkodzenia powierzchni w postaci $wiecacej linii, widoczne pod kaz-

dym katem padania promieni $wiatla, traktowano jako rysy. Jako

mikro-

rysy traktowano uszkodzenia powierzchni w postaci linii $wiecacej, wi-
doczne pod jednym katem padania $wiatta.
Doktadng ocene jakosci wypolerowanej powierzchni piytek przeprowa-

dzano za pomocg mikroskopu z przystawka Nomarskiego i profilografu Sur-

fcom 3B. Rezultaty zamieszczone w tablicy I wskazujg,

twordw polerskich proszku polerskiego /szczegdlnie dla ptytek

przyspiesza polerowanie, jednakze nie pozwala osiagnaé powierzchni

polerowanej, pozbawionej defektdédw w postaci rys i mikrorys.

ze dodanie do roz-

GaAs/
wy-

Zdecydowa-

nie lepsze wyniki daje polerowanie plytek samymi roztworami polerskimi,

bez uzycia proszku.

Wyniki polerowania ptytek GaAs

Tablica I

a/
Roztwér polerski + Alundum Linde 0,3 Roztwdér polerski bez proszku
- 200 g/1 polerskiego

Steze-| Szybkosd¢ Szybkos$d¢

nie polerowania Jako$¢ powierzchni| polerowania Jakos$¢é powierzchni

amo- pam/min _jam/min

niaku

w per- 1 2 3 4 5 6 7 8

hydro-| /111/a|/111/B /111/A /111/B /111/a|/111/B /111/A /111/B

lu %

0,001 0,21} 0,25 | dobra, dobra, 0,08 0,09 | b.dobra | dobra,
mikro- mik ro- utlenie-| utlenie-
rysy rysy nia nia

0,003 0,62| 0,65 | dobra, dobra, 0,11 0,12| b.dobra,|dobra,
mikro- mikro- utlenie-| utlenie-
rysy rysy nia nia A

0,005 0,81} 0,87 | jamki, dobra, 0,19 0,21 jamki, b.dobra,

i mikro- |mikro- utlenie-| utlenie-
| rysy rysy nia nia

0,00 | 1,121 1,21 z2a,jam-|z2a, jam-|0,22 | 0,25| zta,cata| zta,jamki

: ki,rysy |ki,rysy pow.ut- | utlenie-
leniona | nia, rysy
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b/

iizze_ Roztwdér + Alundum Linde 0,3 Roztwdér bez proszku polerskiego
bromu SR
W me-
tano- 1 2 3 4 5 6 7 8
lu %
0,01 0,2 0,25| z%a,jam-|dobra, 0,05 0,06 | zta,rysy|b.dobra
ki,rysy |mikro- jamki
Iysy
0,05 0,3 0,4 zta,rysy |dobra, 0,08 0,09 | zta,rysy|b.dobra
jamki mikro- jamki
rysy
0,1 0,8 0,9 b.zXa zXa,rysy |0,15 0,22 | zta,rysy| zia,
trawie- |jamki jamki jamki
nie
c/
i:zie- Roztwér + Alundum Linde 0,3 Roztwdér bez proszku polerskiego
NaOCl = 200 Gl
W Wo-
dzie % 1 2 3 4 5 6 7 8
0,2 0,94 1,1 zta dobra,mi-|( 0,21 0,25| zta b.dobra
krorysy
0,6 1,73 2,3 zta dobra,mi-|{ 0,37 0,42 | zta b.dobra
krorysy
1,0 2,12} 2,7 zta dobra,mi-| 0,76 0,93 zta b.dobra
krorysy
1,2 2,43| 2,81| zia dobra,mi-| 0,81 1,21 | zia, b.dobra
krorysy
7 Wyniki polerowania pitytek GaP Tablica II
Roztwdr polerski + Aludum Linde 0,3 Roztwdr polerski bez proszku
-200 g/1 polerskiego
Steze- | Szybkos$é Szybkos$é
nie polerowa~- |Jako$é powierzchni polero- Jako$é powierzchni
amo- nia wania
niaku | um/min um/min
w per-
T 1 2 3 4 ) 6 7 8
lu % /111/A /111/B) /111/A /111YB /111/A|/111/B /111/A /111/8
0,001 |0,14 |0,18]|dobra, dobra, 0,03 |0,04 |W obu przypadkach
mikro- mikro- uzyskano powierzch-
rysy rysy nie wypolerowana
tkowicie pokryta
0,003 (0,25 |0,31|dobra, dobra, 0,08 0,10 |©2 <
S T ﬁ;snkq warstwa tlen
rysy rysy
0,005 (0,32 |0,38|jamki, dobra, 0,11 |0,18
mikro- mikro-
rysy rysy
0,00 10,62 |0,78|zta,jam- | zXa,jam- | 0,18 |0,21 | zta,jamki,| zXa,jamki
| ki, rysy | ki, rysy rysy,utle-| utlenie~
J nienia nia




b/

Steze-
nie Roztwér + Alundum Linde 0,3 Roztwdér bez proszku polerskiegog
bromu -200 g/1
W me- |
tanolul 1 2 3 4 5 6 7 8
%
0,01 0,01 |0,01{zta,rysy | dobra, 0,008/ 0,009 zta,rysy, |{b.dobra
jamki mikrosy- jamki
Sy
0,05 0,12 |0,14|zta,rysy,| dobra, 0,085/ 0,097 zta,rysy, |b.dobra
jamki mikrorv- jamki
sy
0,1 0,8 0,85|zta,rysy,| zta, rysv,| 0,12 | 0,14 | zta,rysy, |zila,rysy
jamk i jamk i jamk i jamki
c/
Steze-
nie Roztwér + Alundum Linde 0,3 Roztwdr bez proszku polerskiego
NaoCl ~ 200 g/1
W WO-
dzie 1 2 3 4 5 6 7 8
%
0,2 1,15 |1,52|zta,rysy |dobra, 0,87 0,94 | zta,rysy b.dobra
jamk i mikrory- jamk ¥
sy =
0,3 1,42 |(1,94|zta,rysy,|dobra, 1,17 | 1,45 | zta, rysy b.dobra
jamk i mikrory- jamki
Sy
0,6 1,95 [2,25|b.zta, zta,rysy | 1,32 | 1,65 | b.z1a, zta,rysy
wzery jamk i wzery jamk i
Réznice jakos$ci powierzchni plytek polerowanych obiema metodami ob-
razuja profilogramy a i b /rys. 5 i rys. 6/. Profilogram a przedstawia
obraz gtadkosci powierzchni piytki polerowanej wodnym roztworem pod-

Glebokos$é defektdw tak
przedstawia

chlorynu sodowego z udzialem proszku polerskiego.
obrabianej plytki przekracza 1 um. Profilogram b /rys. 6/
obraz gtadkosci powierzchni tej samej ptytki polerowanej, tym samym roz-
tworem polerskim, ale bez udziatu pYoszku. Poréwnujac ten profilogram
z profilogramem biequ jatowego sondy /profilogram ¢ rys.7/mozna stwier-
dzié, ze gleboko$é defektdw nie przekracza 0,1 Jm.

Wyniki badan procesu polerowania bez uzycia proszkdéw wskazuja, ze
roztwdér polerski oparty na wodnym roztworze podchlorynu sodowego jest
najbardziej przydatny do polerowania ptaszczyzn /111/B i /100/ monokry-
stalicznych ptytek GaAs i GaP. Szybko$é polerowania jest w tym przypad-
ku poréwnywalna z szybkof$cig polerowania roztworem amoniaku w perhy-
drolu z Jodatkiem proszku polerskiego. Polerowanie z zastosowaniem wod-
nego roztworu podchlorynu sodowego pozwala uzyskiwaé w sposéb powtarzal-

ny lustrzane powierzchnie pozbawione nalotdéw tlenkowych.
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Rys. 2. Cbraz defektéw na szlifie skosnym

a - warstwa uszkodzona,
b - material nie naruszony obrébkq mechanicznq, pow. 30x
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Rys. 3. Gestosé dyslokacji 10" ecm Rys. 4. Gestosé dyslokacji 2x 10" cm
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=i 100um Chropowatesc pow. plytki GaP [(111)8 polerowane)
+  Od um wodnym rozéworem NaOCl + 200 g Linde 0,3

Rys. 5. Profilogram a

Chropowatosc ptytki GaP (111)B  polerowane
roztworem podchlorynu sodowego

:,L_ Uit um
= 100 um
Rys. 6. Profilogram b
Profilogram biegu jatowego sondy
+ 01 um
—- 100 um

Rys. 7. Profilogram ¢
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Prdéby uzycia do polerowania ptytek GaAs i GaP roztworu amoniaku wper-
hydrolu prowadzily do powstawania nalotdéw tlenkowych na wypolerowanych
powierzchniach. Zjawiska tego nie obserwowano w przypadku dodawania do
tego roztworu proszku polerskiego lub w przypadku stosowania wielokrot-
nie wyzszych niz dopuszczalne naciskéw jednostkowych /800 g/cmz/. Pow-
stawanie warstwy tlenkdéw na polerowanej powierzchni $wiadczy wtym przy-
padku o zachwianiu stanu réwnowagi miedzy procesami chemicznego utle-
niania i mechanicznego usuwania produktdéw reakciji.

Najmniej korzystne wyniki uzyskano stosujgc do polerowania roztwdr
bromu w metanolu. Wprawdzie nie obserwowano, jak w przypadku perhydrolu
z amoniakiem, zjawiska utleniania powierzchni, jednakze szybkos$é pole-
rowania byta bardzo mata. Ujemnym zjawiskiem, jakie tu zaobserwowano,
byta réwniez zmienna szybko$é polerowania przy tym samym skladzie roz-
tworu, spowodowana wahaniami szybko$ci odparowywania bromu z powierzch-
ni tarczy polerskiej.

Podane w tablicy I rezultaty badan procesu polerowania zostaty uzys-
kane przy stosowaniu optymalnego nacisku, wynoszacego 150 g/cm%Wielkoéé
ta zostala okreslona na podstawie oceny efektdéw polerowania przy nacis-
kach w zakresie 80-800 g/cmz. Stosowanie nizszych naciskdéw znacznie ob-
niza szybko$é polerowania. Wzrost nacisku jednostkowego powoduje zwiegk-
Szenie tej szybkodci, jednakze odbywa sie to kosztem znacznego pogor-
szenia jakos$ci obrabianej powierzchni i wzrostu bitedu ptaskoréwnolegtos$-
ci i wygiecia. Wyniki naszych badan wskazuja, ze wielko$é nacisku na
ptytke nie powinna przekraczaé 200 g/cmz.

Badania procesu polerowania wykazaly rdéznice przebiegu tego procesu
dla ptaszczyzny krystalograficznej /111/A i /111/B /rys. 8/. Wynika to
ze znanego faktu anizotropiii wi.snodci fizycznych i chemicznych krysz-
tatdéw zwiagzkdéw AIIIBV w kierunku wsi €111) . Stwierdzono, ze plaszczyz-
na /111/A jest bardziej aktywna chemicznie w procesie polerowania me -
chaniczno-chemicznego. Badane rcztwory polerskie w stosunku do tej pia-
szczyzny zachowuja sie jak mieszaniny trawigce selektywnie. W wyniku
tego niemozliwe jest uzyskanie gtadkiej powierzchni, pozbawionej wzerdw
/profilogram d - rys. 9/.

Spo$rdéd zbadanych roztwordw polerskich najlepszym dla tej ptaszczyz-
ny okazal sie roztwdr amoniaku w perhydrolu z dodatkiem proszku .alundo-
wego 0,3 um. Dodatek proszku do roztworu prowadzi do réwnowazenia pro-
cesu powstawania produktdw reakcji chemicznych z mechanicznym procesem
usuwania ich z powierzchni piytek.
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Rys. 8. Szybko$¢ polerowania fosforku galu w funkcji nacisku jednostko-
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PODSUMOWANIE

1. Przeprowadzono badania réznych wariantdw technologicznych wytwarza-
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nia monokrystalicznych ptytek arsenku i fosforku galu. Stwierdzono,
2e najlepsza jako$é powierzchni ptytek o orientacji /111/B i /100/
uzyskuje sie w procesie polerowania mechaniczno-chemicznego z zasto-
sowaniem wodnego roztworu podchlorynu sodowego. Polerowanie roztwo-
rami z dodatkiem proszku polerskiego prowadzi zawsze do powstania
uszkodzeri powierzchni w postaci rys i mikrorys, co spowodowane Jjest
obecno$écia nadziarna /ziarna o wymiarze wiekszym niz ziarno podsta-
wowe/ w kazdym proszku polerskim. Jednakze polerowanie z zastosowu

niem zawiesiny proszku polerskiego w roztworze jest jedyng droga po-
zwalajacq na uzyskanie wypolerowanej powierzchni ptytek o orientacji
/111/A. Najkorzystniejszym dla tej ptaszczyzny okazal sie roztwér a-
moniaku w perhydrolu z dodatkiem proszku polerskiego.



2. Pomierzono gteboko$ci warstwy uszkodzonej plytek po operacji ciecia
i szlifowania, co pozwala okres$lié¢ technologiczne parametry tych ope-
racji.

3. W trakcie badarn nad szlifowaniem i polerowaniem plytek obserwowano wy-
stepowanie zjawiska anizotropii wlasno$ci mechanicznych i chemicznych
w kierunkach < 111> . Ustalono, ze szybko$ci szlifowania i polerowa-
nia ptytek w zaleznodci od orientacji ukladajg sie nastegpujgco:

Viiia > Y100/ > V11178

Teresa Joanna CHRUSCINSKA
Zaktad Analiz Chemicznych
Instytut Technologii Materiafdéw Elektronicznych

Oznaczanie sodu i potasu
w tlenkowych zwiazkach rutenu
metoda ptomieniowej emisyjnej
spektrometrii atomowej

Zastosowanie w przemy$le elektronicznym tlenkowych zwigzkdéw rutenu
jako surowcéw do produkcji past rezystywnych spowodowaio potrzebe ozna-
czania pierwiastkéw alkalicznych, ktérych zawartod$ci rzedu 10 "% -w is-
totny sposdéb wptywaja na przewodno$é materiatu.

W dostepnej literaturze analitycznej natrafiono na metody oznaczania
zanieczyszczenl $ladowych jedynie w metalicznym rutenie. Przedmiotem ni-
niejszej pracy jest analiza $ladowa tlenkowych zwigzkéw rutenu na za-
warto$é sodu i potasu.

Wybdr metody analitycznej, postugujacej sig technikay ekstrakcji pré-
bek statych kwasem solnym o skladzie azeotropu, wynika z duzej odpor-
no$ci chemicznej tlenkowych zwigzkdéw rutenu, ktére nie rozpuszczaja sie
w kwasach i moga by¢ przeprowadzone do roztworu tylko przez stapianie 2z
wodorotlenkami metali alkalicznych i utleniaczami [ :

Podstawowy surowiec do produkcji past - dwutlenek rutenu otrzymywany

przez wyprazanie uwodnionego RuO, moze zawieraé znaczne ilodci zanie-
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